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La présente invention se rapporte & un
circuit d'analyse pour un émetteur & anneau de court-circuit
semidifférentiel, comportant une bobine & inductance variable
en fonction de la position de l'anneau de court—circuit ainsi
qu'une deuxiéme bobine & inductance (de comparaison) indépendante.

Liinvention a pour objet de donner un
cirtuit le plus simple possible qui permette dlexécuter l'analyse
du signal d'un émetteur de course inductif en éliminant le plus
possible les propriétés parasites du novau magnétique, comme
par exemple le fait que la perméabilité soit fonction de la
température,

On sait que ces influences peuvent &tre
saisies par une bobine de comparaison et peuvent &tre traitées
avec le signal de la bobine fonction de la position de la
course,

La conversion doit donner une tension
continue fonction de la position,.

Ltinvention sera mieux comprise a l'taide
de la description ci=aprés et du dessins annexés représentant
un exemple de réalisation de 1ltinvention.

Sur le schéma représentd dtun circuit
dtanalyse selon l'invention, l'inductance, fonction de la
position, d'une bobinerappartenant 4 un émetteur de course ou
dtun angle semidifférentiel es} désignée par L1 et celle
dtune bobine de comparaison‘réglée sur une valeur dt'inductance
constante par L2, Les deux bobines sont montées 1l'une derriére
1tautre et disposées en série _avec une résistance R7 dans le
circqit collecteur d'un transistor NPN T, dont la base est
relide & un diviseur de tension, composé de deux résistances R5
et R6 et disposée entre la sortie du comparateuf K, congu sous
"forme dtamplificateur opérationnel et le conducteur commun
moins 10, diviseur qui est relié, de son cété, par ltintermé-
diaire d'une résistance R4, & un conducteur plus 11 qui se
trouve & une tension poéitive d'exploitation Uv' L'entrée moins
A du comparateur est relide & un diviseur de tension composé
de la résistance R1 et de la résistance R2 et relié, par
l'intermédiaire d'une résistance R3 et d!une diode D1, au col-
lecteur C du transistor. L'entrée positive du comparateur K est
reliée au point de jonction P entre la bobine de comparaison 12

et la prérésistance prévue R7., Au point de jonction D des deux
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inductances L1 et L2 est relide, par 1tintermédiaire d'une
résistance R8, ltentrée positive d'un amplificateur opérationnel
0 qui travaille comme redresseur de valeur de créte et dont la
sortie est reliée, par 1tintermédiaire d'une diode D3, a un
condensateur-mémoire C1 en paralléle auquel est montée une
résistance de décharge R9 de valeur élevée.,

Supposons tout dlabord que ltintensité
qui traverse la résistance R7 n'tait qutune valeur trés faible.
Ltentrée additive du comparateur se trouve donc presque au
potentiel correspondant & la totalité de la tension d'alimenta-
tion, tandis que 1tentrée soustractive se trouve 4 un potentiel
plus faible. Le transistor T est donc conducteur et une inten~-
sité croissante commence & s'écouler par 1tintermédiaire de la
résistance R7 et des deux inductances® Par le trajet de éouplage
D1, D3; le potentiel de 1tentrée soustractive s'abaisse tout
dtabord, Cette situation subsiste jusqu'a ce que ltintensité
qui passe par R7, L1, L2 et le transistor conducteur T atteigne
une valeur telle que,du fait derla chute de tension en R7, le
potentiel de 1tentrée soustractive du comparateur tombe en-
dessous de celui de l?entrée additive. Le transistor T se
verrouille alors et l'intensité des inductances continue &
stécouler dans le circuit libre, c'est-a-dire dans le circuit
rRY7, L2, L1, D2, ol1 ellers'amortit en fonction du temps. Le
transistor étant verrouillé, le botentiél de l'entrée additive
saute & une valeur plus élevée, donnée par les résistances '
R1 et R2. Cette situation subsisfe jusQu'é ce que l'intensité
tombe dans le circuit libre et donc jusqu'a ce que la chuﬁe
de tension & la résistance R7 tombe & une valeur telle Que le
potentiel de l'entrée additive du comparateur soit supérieur a
celui de ltentrée soustractive., Le transistor devient alors a
nouveau conducteur et le processus se répéte.

Pendant que le tfansistor est verrouillé,
la chute de tension & la résistance R7 s'abaisse du fait de
ltamortissement de lt'intensité qui passe dans les bobines. Les
inductances L1 et L2 constituent pour cetfe tension un diviseur
de tension inductif. Tandis donc que le potentiel du point B se
trouve a la wvaleur a. UB donnée par le diviseur de tension R,
R2, le potentiel du point de jonction D atteint une valeur de
créte U. donnée par ce diviseur et par le quotient des induc-

S
tances., En négligeant la chute de tension & la diode D2 on a
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L2
I + 1

roﬁ Uh désigne 1la tension d'alimentation et a le rapport

R2 : (R1 + R2). Cette tension de créte est amenée, dans le
redresseur de valeur de créte qui suit, au condensateur C1

et vient & la borne E comme tension de comparaison. On peut
également y relier un amplificateur d'adaptation qui permet de
stadapter & des circuits d'analyse ‘de moindre valeur ohmigque.
Comme le quotient des inductances intervient seul dans la
tension Ug, on a é1liminé toutes les influences préﬁenant des
tolérances qui agissent de la méme fagon que -les deux induc-
tances comme par exemple lés propriétés du noyau magnétique.

' Ltavantage de ce circuit (qui travaille
selon le principe de lt'oscillateur de,blocage) par rapport &
d'autres solutions connues, qui utilisent par exemple un
diviseur de tension inductif en liaison‘avec un oscillateur

sinusofdal, réside dans le moindre besoin en éléments de
circuit.
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- REVENDICATIONS

1e= Circuit dl'analyse pour un émetteur a

anneau de court-circuit semidifférentiel, comportant une bobine
4 inductance variable en fonction de la position de ltanneau
de court-circuit ainsi qutune deuxitme bobine & inductance (de
comparaison) indépendante, caractérisé en ce que les deux bobines
(L1/L2) sont .montées dans le circuit de collecteur d'un transis-—
tor (T), en série l'une avec l'autre et avec une résistance fixe
(R7), transistor dont la base est relide & la sortie d'un dis-
positif de comparaison dont une entrée est relide & la résistance
fixe (R7) et dont l'autre entrée est positivement reliéde au
collecteur (C) du transistor (T) et & une extrémité de bobinage
de l'une des deux bobines § et en ce que de plus, au point'de'
liaison (D) des deux bobines est relié un appareil de mesure des
crétes de tension (0). | ‘

- 2o~ Circﬁit dtanalyse selon la revendica~
tion-1, caractérisé en ce que le dispositif de comparaison
contient un diviseur de tension (R1, R2, R3) dont le transistor
peut faire commuter le rapport de division,

3¢~ Circuit d'analyse selon l'ensemble des

revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la commutation se

fait au moyen d'une diode (D1),
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